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Introducéo

Emergentes e futuras redes de banda larga iréo exigir
um aumento significativo no nimero de dispositivos sem
fios presentes dentro de uma area de servico. Os servicos
de dados implantados exigem tamanho compacto de
transceptores e antenas que possam ser fabricados a
baixo custo. Com o aumento da demanda de taxa de
dados, requisitos de largura de banda e frequéncia de
operacgdo para redes sem fio estdo aumentando nas faixas
de ondas milimétricas, como a banda larga moével de
acesso sem fio, de banda ultralarga e/ou radar automotivo
e sistemas de comunicacgOes [1]. Para essas aplicacles, é
de suma importancia o desenvolvimento de tecnologias
planares que possam ser aplicadas diretamente para
frequéncias de ondas milimétricas com sistema altamente
integrado.

O guia de ondas integrado ao substrato (Substrate
Integrated Waveguide — SIW) tem provado ser uma
alternativa promissora para concepc¢do de guias de ondas
convencionais com circuitos de micro-ondas e ondas
milimétricas. Nesta tecnologia em evolugcdo, uma estrutura
de guia de ondas é implementada em um pedaco de placa
de circuito impresso (PCB) e as suas paredes laterais sao
substituidas por duas fileiras de condutores cilindricos
metélicos [2]. A ligacdo entre o guia de ondas e os
circuitos planares é fornecida através de transi¢cdes
formadas com uma geometria correspondente simples
entre ambas as estruturas proporcionando assim uma
plataforma de custo baixo e compacto.

Este trabalho apresenta o projeto de um filtro passa-
faixa para aplicagdo na banda X, utilizando a tecnologia
SIW.

Resultados e Discussao

O projeto é desenvolvido a partir da analise de
susceptancia da janela simétrica, sendo as vias metélicas
colocadas em intervalos para que esta seja formada, e o
processo de concepcdo do filtro Chebyshev em guia de
ondas retangular, com base no SIW. A topologia da
estrutura do filtro SIW é composto por 7 cavidades.
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Fig. 1 — Estrutura do Filtro projetado.

O filtro apresenta 1 GHz de largura de banda, sendo a
frequéncia central em 10 GHz. A transi¢cdo de SIW para

microfita foi realizada conforme apresentado em [3]. A
caracterizacdo numérica foi realizada com o auxilio do
programa comercial CST Microwave Studio. Os resultados
simulados mostram que a perda de insercéo é de —-1,2 dB
e perda de retorno de —26 dB em 10 GHz.
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Fig. 2 — Par@metros S do Filtro Passa-faixa em SIW.
Conclusdes

O filtro tem uma pequena perda de insercdo, bom
desempenho de selecdo de frequéncia e por ter sido
desenvolvido com base na tecnologia SIW possui alto fator
Q. Os circuitos em SIW podem ser utilizados para ter um
sistema altamente integrado e operando na faixa de micro-
ondas e ondas milimétricas.
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